UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

. ELEMENTY

POLPRZEWODNIKOWE Tranzystory typu

BD 354

BN-83

3375-32.02

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szcze-
gélowe wymagania dotyczace krzemowych tranzysto-
rOw n-p-n mocy, malej czgstotliwos$ci, wykonanych
. technologia epiplanarna, typu BD 354 w obudowie me-
talowej, przeznaczonych do sprzetu powszechnego uzyt-
ku oraz urzadzenn wymagajacych zastosowania elemen-
tbw o wysokiej i bardzo wysokiej jakosci. Tranzysto-
ry pr"zeznaczone sg do pracy w stopniach koncowych
i sterujagcych wzmacniaczy mocy m. cz., regulatorach
napigcia oraz uktadach przetaczajacych mocy. Tranzys-
tory mocy n-p-n typu BD 354 s3 komplementarne
z tranzystorami p-n-p typu BD 355.

Kategoria ' klimatyczna — wg PN-73/E-04550 dla
tranzystorow:

— standardowej jako$ci (poziom jakoéci I) —
40/155/04,

— wysokiej jakosci (poziom jakosci I1I) — 40/155/21,

— ‘bardzo wysokiej jakosei (poziom jakosci IV) —
40/155/56. .

2. Przykitad oznaczenia tranzystoréw:

a) standardowej jakosci

TRANZYSTOR BD 354 BN-83/3375-32.02

b) wysokiej jako$ci

! TRANZYSTOR BD 354/3 BN-83/3375-32.02
¢) bardzo wysokiej jakoSci
TRANZYSTOR BD 354/4' BN-83/3375-32.02

3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraé naste-
pujace dane:

a) nazwe producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu (podtypu),

¢) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wyso-
kiej 1 bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory wysokiej jakoéci powinny by¢ znakowa--

ne cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jako$ci cyfra
4, umieszczong po oznaczeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystoréw
— wg rys. 1 i tabl. 1.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta —
CE 24.

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 24

[BN-83/3378-32.02-1]

“Rys. 1. Obudowa CE 24

. i’;rr:'n!::_l Wymiary w mm iy;:]t;;)_l Wymiary w mm

ru min | nom | max ru min | nom | max
A 635| — | 864 |Dp 361 — | 3,86

@ b, 071 — | 086 q 2433 — |24,43

@ D 1194] — | 12,70 5 1448 ) — | 14,99
d 23| — 2,72 Uy - — 131,79
F 127] — | 191 v, | — | = 1778
I 9,14 — —

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
3375-32.00 p. 5.1. '
6. Wymagania szczegélowe do badan grupy A, B,

CiD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiaréw:
bz, g, s — wg rys. 1 i tabl. 1,
b) badania podgrupy A2, A3, A4i C2 — wg tabl. 2,
¢) badania podgrupy B, C i D — wg tabl. 3,
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C i D — wg tabl. 4.
1. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-32.00.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Potprzewodnikow
~Ustanowiona przez Dyrektora Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji' Maszyn TEKOMA
dnia 15 marca 1983 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1983 poz. 18}

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJUNE ,ALFA" 1983.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,15 Nakt. 2400 + 55 Zam. 1916/83

" Cena zt 16,00
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Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, Ad i C2

lPodgrupa Rodzaj Kontrolowany Mf:toda ' . " Jedno- |Wartoéci graniczne
badan badania parametr iyt Wanmli pontiaro stka
' PN-74/T-01504 ' min max
1 2 3 4 5 6 7 8

A2 - Sprawdzenie podstawo- | Icso ark. 05 U400 V, I=0 nA — 100
wych parametréw elek- ; .
tr;czn:){zh Uwricso') wg rys. 2 I=100 mA, I=0 \'" 40 —_

Uisr)eso ark. 04 I=10 pA, I=0 A 5 —

| hae ') 2) %) ark. 08 I=l A, U2 V ' 30 300

' . Al 30 | 9

— |B 50 150

C 100 300
A3 Sprawdzenie  drugo- Uce sat') ark. 06 I=2 A, 10,2 A \ — 0,75
! rz¢gdnych parametrow Use sar') atk. 06 I=2 A, 1=02 A ' Vv e 1,35

elektrycznych
fr ark. 24 I=200 mA, U100 V MHz 10 —
f~10 MHz

A4 Sprawdzenie parame- Icso ark. 05 Ucs=40 V, I=0 nA — 50
tréw elektrycznych ' tary=155 °C
w frzmb:lss °C (pO-
ziom III i IV)

C2 Sprawdzenie  drugo- Ccso ark. 22 Ucs=10 V, /=1 MHz pF — 70
rEponyely paramelndy tow ark. 41 I=1l A, I50 mA us —_ 0,3
elektrycznych -

beif ark. 41 I=1 A, Is=-Is=50 mA us = 1,5
') Pomiar impulsowy: 7, < 300 us, 6§ < 2 %.
?) Selekcja w klasach wzmocnienia (A, B, C) tylko na zaméwienie odbiorcy.
%) Tranzystory moga by¢ dobierane w pary na zaméwienie odbiorcy. s
Stosunek statycznego wspdlczynnika wzmocnienia pradowego dla pary tranzystordw haie/hue = 0,8 +1,25,

al 180R
asw
{1} QU“--”.?V
: R
====]=1 #R-opornik dobierany tak,aby

Otrzymaé wartosc- Ips =250mMA

-0~ Ucc *
b) 1
I
[a"?\fﬂm
o1 1 —
I
F i
Usaiceo  Uee
I ETF Y- B VR B
N ‘ ‘ o

Rys, 2. Metoda pomiaru napigcia przebicia kolektor-emiter Usryczo
‘a) podstawowy uklad pomiarowy, b) oscylogram napigé przebicia
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Tablica 3. Wymagania szczegélowe do badad grupy B, Ci D

Podgrupa ; : ; ‘
Lp.
p badan Rodzaj badania Wymagania szczegbtowe
1 2 3 | 4
| BlL, €1 Sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej wyprowadzen préoba Ub, metoda 1, jeden cykl zginania
. Sprawdzenie szczelnosci préba Qk, poziom nieszczelnosci 1,5-107
. Pa -dm’/s
2 B3 Sprawdzenie wytrzymatos$ci na spadki swobodne potozenie tranzystora w czasie spadania: wypro-
' B wadzeniami do gory ;
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na udary wielokrotne mocowanie za obudowg
4 BS, C5 Sprawdzenie wytrzymato$ci na nagle zmiany temperatury T.=-55 °C, Tg&175 °C
. B6, C6 Sprawdzenie odpornodci na narazenia elektryczne Ukiad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5,
tca;‘g:zsoc, "'IE=450 mA, UC]__—‘27 V
6 C3 ‘Sprawdzenie masy wyrobu 8 g
7 C4 Sprawdzenie wytrzymato$§ci na przyspieszenia state kierunek probierczy wzdluz gsi wyprowadzen,
mocowanie za obudowg
Sprawdzenie wytrzymatoSci na wibracje o stalej czgstotli- _
wosci (dla poziomu jakosci I) mvcowanie 7. shudowe
Sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje o zmiennej czgsto-
tliwosci (dla poziomu jakosci III i IV) ~
8 C5 Sprawdzenie wytrzymalosci na cieplo lutowania temperatura k.apieli 350 °C
9 G Sprawdzenie wytrzymato$ci na zimno tug min==33°C
10 C8 Sprawdzenie wytrzymalo$ci na suche goraco tsig max=175°C
11 Cl10 Sprawdzenie wymiarow wg rys. | i tabl. 1
12 Dl Sprawdzenie odpornoéci na niskie ci$nienie atmosferyczne temperatura narazenia 25 °C
13 D4 Sprawdzenie wytrzymatosci na pleén ~ brak porostu plesni po badaniu
14 D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mgl¢ solng polozenie tranzystora dowolne
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, € i D (poziom I, IIl i IV)
Oz.naczcmc Metods: pinga- Warunki Podgrupa Wartosci graniczne
literowe ru wg e s * bk Jednostka
parametru PN-74/T-01504 po min max
Icso ark. 05 Ucs=40 V Bl, B3, B4, BS
I+=0 Cl, C4, C5 C7 — 0,5
C9, DIY, B6, C6 UA
C8 )
C2%) - 50
hag) 4) ark. 08 U2 V- Bl, B3, B4, BS 10 360
I=1 A Cl, C4, €3 10 120
1}
C7, C9, DIY) _ 20 180
B6, C6, C8 60 360
C2%) 7 360
7 120
= 10 180
15 _ 360

') W czasie badania,
?) W czasie badania odpornoéct na suche gorgco.
%) Pomiar impulsowy: #, < 300 us, 6 < 2 %.

‘) Badanie w klasach wzmocnienia (A, B, C) tylko na zamé6wienie odbiorcy.
%) W czasie badania odpornoéci na zimno.

Informacje dodatkowe

KONIEC




Informacje dodatkowe do B

N-83/3375-32.02

1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-

trum Poélprzewodnik6w.
2. Normy zwigzane

INFORMACJE DODATKOWE

PN-78/T-01515 Elementy péiprzewodnikowe. Ogbélne wymagania

PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Préby $rodowiskowe

PN-74/T-01504.04 Tranzystory.
1 Usrieso

PN-74/T-01504.05 Tranzystory.

i Igso

PN-74/T-01504.06 Tranzystory.

i Use sq¢ metodg impulsowg

PN-74/T-01504.08 Tranzystory.
PN-74/T-01504.22 Tranzystory.
PN-74/T-01504.24 Tranzystory.

w.cz. i czgstotliwosci fr

4

Pomiar napig¢ przebicia Usricso

Pomiar pradéw wstecznych Icso

BD
BD
BD
BD

Pomiar napi¢¢ nasycenia Uce sar

Pomiar [h21£] metoda impulsowa
Pomiar pojemno$ci Ccao i Crso
Pomiar modutu |h2 W zakresie

i badania
BN-80/3375-32.00 Elementy poiprzewodnikowe. Tranzystory mocy

PN-75/T-01504.41 Tranzystory. Pomiar czaséw przelaczania t4, I,

matej czgstotliwo$ci. Wymagania i badania

3. Symbol wg KTM

354 — 1156231401000,
354A — 1156231401013,
354B — 1156231401026,
354C — 1156231401039,

4. Wartoéci dopuszczalne — wg tabl. I-1 i rys. 1-1+1-5.

5. Dane charakterystyczne — wg tabl. I-2 i rys. 1-6 +I-9,

Tablica I-1

Lp. (;:::;z:::f Nazwa parametru Jednostka | Wartosci dopuszczaine

t | oae Napicie kolektor-baza v 60

2 Ucko Napigcie kolektor-emiter A% 40

3 Ugso Napi¢cie emiter baza \Y 5
"4 Ic Prad kolektora A 3

5 Icm Prad szczytowy kolektora A 45

6 Iz Prad bazy A 0,5

7 P Catkowita moc wejSciowa na wszystkich- elektrodach przy W 125

tase < 45 °C przy Ucg od 0 do 6 V .

8 i Temperatura zlacza & B 175

9 lsig Temperatura przechowywania. - # -55+175
10 Lamp Temperatura otoczenia w czasie pracy °C -40 + 155

Rezystancja termiczna zlgcze-otoczenie Ruy-o < 75 °C/W
Rezystancja termiczna ztacze-obudowa Ru- < 10,4 °C/W
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6 ' Informacje dodatkowe do BN-83/3375-32.02
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Rys. I-4. Mnoznik pradowy poszerzenia obszaru bezpiecznej pracy
(SOAR) dla pracy impulsowej w funkcji parametréw impulsu
MSB V:ﬂfp)

Ip
= — parametr
- P

g
M38,
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Rys. I-5. Mnoznik napigciowy poszerzenia obszaru bezpiccznej pracy
(SOAR) dla pracy impulsowej w funkcji parametréw impulsu
MSBI = ﬂtp)

Ip ”
= — parametr
T

Tablica I-2
. Wartoéci
Lp. Chnaeazcne Nazwa parametru Warunki pomiaru King arametru
parametru ) P stka p
' min | typ | max
1 ) 2 3 4 5 6 7 8
1 Icso Prad zerowy kolektora Uc=40 V, I+=0 nA e — 100
2 | Upsnrcso Napigcie przebicia kolektor-baza I=100 pA, 1=0 A% 60 | — e
3 Usriceo') Napiecie przebicia kolektor-emiter I=100 mA, I=0 \" 0f — | —
4 Uisries0 Napigcie przebicia emiter-baza I=10 pA, I=0 \' 5t — —_
5 had) ?) Statyczna warto§¢ wspdiczynnika Uee=2 V, I=0,1 A . Al — | 70 —_
wzmocnienia prgdowego w uktadzie
. — |B| — | 115 -
wspélnego emitera
Cy — |195 |. —
U2 V, I~1 A Al 30| 60 90
— |B] 50| 95 |150
c{ 100 {160 |300
U5V, Ic=2 A Al — | 42 —_
| —~IB] < |70 | —~
c|l —lizo | —
6 Uce sa') Napiecie nasycenia kolektor-emiter I=2 A, 10,2 A \'% —_ 0,271 0,75
T | Use sad) Napi¢cie nasycenia baza-emiter I=2 A, I=02 A \' — 1,0 1,35
8 Sr Czgstotliwo$¢ graniczna Ucs10 V, I=200 mA, MH:z 10 | 30 —
/=10 MHz
9 Ccro Pojemno$¢ ztgcza kolektora Ues10 V, /=1 MHz pF — | 30 70
10 ton Czas wigczania g I=1 A, IF=50 mA S — 0,11 0,3
11 Loy Czas wylaczania Ic=1 A, In=-I57=50 mA S — 0,5 1,5
'} Pomiar impulsowy: f, < 300 pus; 8 < 2 %. ' . _
?) Selekcja na klasy wzmocnienia (A, B, C) oraz dobieranie w pary 2BD 354 lub pary komplementarne BD 354/BD 355 tylko na zaméwienie odbiorcy.
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= TE=37 . 00-1-6 ‘ [BN-8373375-32.02-1-7)
Rys. 1-6. Prad kolektora w funkcji napiecia kolektor-emiter J&RUcr)  Rys. I-7. Prad kolektora w funkcji napigcia kolektor-emiter /A Uck)
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Rys. 1-8. Wspétczynnik wzmocnienia pradowego w funkcji pradu kolektora
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| [BN-83/3375-32.02-1-9]
Rys. I-9. Napiecie nasycenia w funkcji pradu kolektora Ucs sa=fllc), Use sa™=flc)




